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Dopasowanie odbiornika do Ôród a ze wzglôdu na moc pozorn�
Oznaczenia:

E - napiôcie Ôród owe
I - pr�d w obwodzie
ZZ = | ZZ | e

 j �
 impedancja zespolona odbiornika,

ZW = | ZW | e j �  impedancja zespolona Ôród a, oraz parametr k = |ZZ|/|ZW|

Moc pozorna |S| w odbiorniku wynosi:

|S| w odbiorniku zaleØy od dwóch parametrów : n i k. Najpierw zak adamy, Øe n = const
i obliczamy pochodn� M|S|/Mk = 0. Daje to k2 - 1 = 0, czyli k = ± 1. Pochodna M2|S|/Mk2 <
0, czyli uzyskali¶my maksimum. Podstawiaj�c k = 1 otrzymuje siô :

WyraØenie to przyjmuje warto¶ì maksymaln� (4) dla:
cos(R-n) = - 1, czyli R-n = ±B.

Oznacza to, Øe: dla Ôród a o charakterze indukcyjno-czynnym najlepsze dopasowanie
daje kondensator idealny, a dla Ôród a o charakterze pojemno¶ciowo-czynnym cewka
idealna. W wypadku Ôród a o charakterze samej reaktacji moc pozorna osi�ga przy
dopasowaniu niesko¢czono¶ì.

Dopasowanie ze wzglôdu na moc czynn�:

Podobnie jak poprzednio dopasowanie ma miejsce dla k = 1. Wtedy moc P wynosi :

Warunek zerowania siô pierwszej pochodnej MP/Mn = 0 daje sin n = - sin R, sk�d dla
k�tów R i n leØ�cych w pierwszej lub czwartej ìwiartce otrzymujemy R = - n czyli  �cznie:
ZZ = ZW
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